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실리콘 웨이퍼 표면에 존재하는 유기오염물은 반도체 소자 제조 공정에 있어서 산화막 성정속
도에 큰 영향을 미치고 있다. H2SO4/H2O2, DI/O3 혼합용액을 사용한 습식세정과 UV/O3, 플라

즈마를 사용한 건식세정을 통해 유기오염물을 제거하는 방법이 있다. 좋은 표면을 얻기 위해 

유기오염물 제거가 중요하며 이에 대해 많은 연구가 진행되고 있다.  

본 연구에서는 건식세정 방법인 remote 플라즈마를 사용하여 실리콘 웨이퍼 표면에 코팅된 고

분자 물질과 반응하여 유기오염물 제거의 효율성을 알아보았다. 플라즈마 발생 위치에 따른 유

기오염물의 제거를 통해 세정의 효율성을 알아보았다. 또한 플라즈마 노출시간과 사용하는 가

스의 따른 변화를 관찰하였다. 유기오염물이 제거된 실리콘 웨이퍼의 표면 특성 분석을 위해

XPS, FT-IR, AFM를 사용하여 유기오염물 제거 효율성을 분석으로 remote 플라즈마를 이용

하여 고분자 물질의 최적의 처리 조건을 도출하였다.  
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